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（北京京东方光电科技有限公司，北京　１００１７６，Ｅｍａｉｌ：ｕｎｉｑｕｅｌｉｌｙ＠１２６．ｃｏｍ）

摘　要：在ＴＦＴＬＣＤ的生产过程中，阵列金属被腐蚀是造成ＴＦＴＬＣＤ产品缺陷（亮线、薄亮线等）的常见原

因。文章对实际生产过程中阵列基板的一种典型腐蚀性缺陷，应用扫描电子显微镜（ＳＥＭ）、聚焦离子束

（ＦＩＢ）和能谱仪（ＥＤＳ）等工具，并且结合ＢＯ（ＢｕｓｉｎｅｓｓＯｂｊｅｃｔｓ）、ＣＩＭ（ＣｏｍｐｕｔｅｒＩｎｔｅｇｒａｔｅｄＭａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ）等

数据统计软件进行了分析。确定了造成缺陷的原因是栅金属暴露在含氯元素的酸性气体中被腐蚀，还确定

了酸性气体的泄露源，并且推断出其形成机理：腐蚀发生在栅金属刻蚀（ＧａｔｅＥｔｃｈ）工艺和多层膜沉积（Ｍｕｌｔｉ

Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）工艺之间，随后的多层膜沉积工艺的抽真空过程促进了缺陷的进一步形成。另外，针对发生此种

缺陷时的应急措施进行了探讨。
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ｈａｓｄｉｆｆｅｒｅｎｔｅｌｅｃｔｒｉｃｖｏｌｔａｇｅｏｎｔｈｅｉｒｓｕｒｆａｃｅ．Ａｓ
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ＨＣｌｅｔｃｈａｎｔｐｉｐｅｎｅａｒｔｈｅｅｑｕｉｐｍｅｎｔ．

Ｌａｓｔｌｙ，ｔｈｅｒｅｌｅｖａｎｔｒｅｌａｔｉｏｎｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅ

ｄｅｆｅｃｔｒａｔｉｏａｎｄｄｅｌａｙｔｉｍｅｗｈｉｃｈｉｓａｆｔｅｒＧａｔｅ
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ｂｅｒａｎｃｅｂｅｔｗｅｅｎＧａｔｅｌａｙｅｒａｎｄＧａｔｅＩｎｓｕｌａｔｏｒ

ｌａｙｅｒｉｎＦＩＢｓｅｃｔｉｏｎ．Ｓｏｊｕｄｇｉｎｇｔｈａｔｔｈｅｄｅｆｅｃｔ

ｆｏｒｍｅｄｂｅｆｏｒｅＭｕｌｔｉＤｅｐｏｓｉｔｉｏｎｐｒｏｃｅｓｓ，ｗｈｉｃｈ

ｉｓｃａｕｓｅｄｂｙｅｒｏｓｉｏｎｏｆｓｕｂｓｔｒａｔｅｃｏｎｔａｉｎｉｎｇＣｌ

ｅｌｅｍｅｎｔ，ａｎｄｔｈｅｐｒｏｔｕｂｅｒａｎｃｅｉｓｃａｕｓｅｄ ｂｙ

ｖａｃｕｕｍｏｆＭｕｌｔｉＤｅｐｏｓｉｔｉｏｎｐｒｏｃｅｓｓ；Ｂｙｐｒｏｃｅｓｓ

ａｎａｌｙｓｉｓａｎｄｓｔａｔｉｓｔｉｃｓｏｆｔｗａｒｅＢＯ（ＢｕｓｉｎｅｓｓＯｂ

ｊｅｃｔ），ＣＩＭ （ＣｏｍｐｕｔｅｒＩｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒ

ｉｎｇ），ｉｔｃａｎｂｅｃｏｎｃｌｕｄｅｄｔｈａｔｅｒｏｓｉｏｎｈａｐｐｅｎｅｄ

ｂｅｔｗｅｅｎＧａｔｅＥｔｃｈｐｒｏｃｅｓｓａｎｄＭｕｌｔｉＤｅｐｏｓｉｔｉｏｎ

ｐｒｏｃｅｓｓ．Ａｎｄｂｙｔｒａｃｋｉｎｇｔｈｅｐｒｏｄｕｃｔｐｒｏｃｅｓｓ，

ｔｈｅｌｅａｋａｇｅｐｏｓｉｔｉｏｎｃａｎｂｅｃｏｎｆｉｒｍｅｄ．Ｔｈｅｒｅａ

ｓｏｎｉｓＨＣｌｅｎｃｈａｎｔｓｌｅａｋａｇｅ；Ｂｙｓｔａｔｉｓｔｉｃｓｏｆｔ

ｗａｒｅ，ｔｈｅｄｅｆｅｃｔｉｎｃｉｄｅｎｃｅｄｅｃｒｅａｓｅｓａｓｄｅｌａｙ

ｔｉｍｅｇｏｉｎｇｄｏｗｎｂｅｔｗｅｅｎＧａｔｅＥｔｃｈｐｒｏｃｅｓｓａｎｄ

ＭｕｌｔｉＤｅｐｏｓｉｔｉｏｎｐｒｏｃｅｓｓ．Ｓｏ ｗｈｅｎｔｈｅｄｅｆｅｃｔ

ｏｃｃｕｒｒｅｄｍａｓｓｉｖｅｌｙ，ｃｏｎｔｒｏｌｌｉｎｇｔｈｅｄｅｌａｙｔｉｍｅ

ｂｅｌｏｗ３００ｍｉｎｗｉｌｌｍｉｎｉｍｉｚｅｔｈｅｌｏｓｓ．



第１期 ＬＩＬｉ，犲狋犪犾：ＡｎａｌｙｓｉｓｏｆＴＦＴＡｒｒａｙＥｒｏｓｉｏｎＤｅｆｅｃｔ ３３　　　

犚犲犳犲狉犲狀犮犲狊：

［１］谷至华．薄膜晶体管（ＴＦＴ）阵列制造技术 ［Ｍ］．上海：复旦大学出版社，２００７：１２２０

［２］ＬｉｕＪｉａｎｇｈｏｎｇ，ＭａＫａｉ．ＴｈｅｄｅｆｅｃｔｓａｎａｌｙｓｉｓｏｆｔｈｅｇａｔｅｌｉｎｅａｎｄｔｈｅａｒｒａｙｏｆＴＦＴ［Ｊ］．犆犺犻狀．犑．犔犻狇狌犻犱犆狉狔狊狋犪犾狊

犪狀犱犇犻狊狆犾犪狔狊，１９９９，１４（２）：５０５４．

［３］ＺｈａｎｇＧｕｏｎｇｈｕａ，ＹａｎＪｉｗｅｎ．ＳｔｕｄｙｏｆｓｕｒｆａｃｅｄｅｆｅｃｔｓｏｎｔｈｅＡＳｉ∶ＨＦＩＬＭＳ［Ｊ］．犃犮狋犪犈狀犲狉犵犻犪犲犛狅犾犪狉犻狊犛犻狀犻犮犪，

１９９４，１５（３）：２８４２８９．

［４］ＺｈａｎｇＹｕ，ＺｈａｎｇＪｉａｎ．ＭａｃｈｉｎｅｖｉｓｉｏｎｓｙｓｔｅｍｆｏｒｖｉｓｕａｌｄｅｆｅｃｔｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎｏｆＴＦＴＬＣＤ［Ｊ］．犑．犎犪狉犫犻狀犐狀狊狋犻狋狌狋犲狅犳

犜犲犮犺狀狅犾狅犵狔，２００７，１４（６）：

檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨

７７３７７８．

常见的废弃单位及换算因数

单位名称 符　　号 换算因子

英寸 ｉｎ ｌｉｎ＝２．５４ｃｍ

托 Ｔｏｒｒ １Ｔｏｒｒ＝１３３．３２２Ｐａ

毫米汞柱 ｍｍＨｇ １ｍｍＨｇ＝１３３．３２２Ｐａ

毫米水柱 ｍｍＨ２Ｏ １ｍｍＨ２Ｏ＝９．８０６６５Ｐａ

西西 ｃｃ １ｃｃ＝１ｍＬ

熙提 ｓｂ １ｓｂ＝１０４ｃｄ／ｍ２

尼特 ｎｔ １ｎｔ＝１ｃｄ／ｍ２

屈光度 Ｄ １Ｄ＝１ｍ－１

体积克分子浓度 Ｍ １Ｍ＝１ｍｏｌ／Ｌ

标准大气压 ａｔｍ １ａｔｍ＝１０１．３２５ｋＰａ


